BAY44 BAY45 BAY46

Typ diody: dioda krzemowa § ol & b s
Firma: SIEMENS
Wykonanie: miniaturowa dioda krzemowa i pul 1 #
w obudowie szklanej ' max26
. A ; 30y == max]3 re—
Zastosowanie: uniwersalna dioda do przy-
rzadéw o wysokiej temperaturze pracy 64215
Typy podobne: BAX78 (Ph) Rys. 2-103. BAY44, 45, 46
Wartosci charakterystyczne
typ max
Ur 0,97 1,1 A% przy Iy = 100 mA, t,,, = 25°C
Up 0,90 \'% przy Ir = 100 mA, ?,,, = 100°C
I 0,02 0,2 wA przy Ug = Ugnags tamp = 25°C
Ip 0,4 10 wA przy Ug = Ugpgs tampy = 100°C
Cp 7 pF przy Ug =0, f=1 MHz
Cp 2,5 pF przy U =5V, f=1 MHz
L 4,5 us przy przelaczaniu z I = 5 mA na Iz =2 mA
N 65 % | przy Uyp=5V, f=1 MHz, R = 10 kQ,
| Cp =10 nF
Wartosci graniczne
BAY44 BAY45 BAY46
UR max 50 150 300 v
Upnr siax 50 150 300 A%
- 250 mA
IF M max 30 A
Piot max 2500 mW
1} max 150 °C
Rin j-amax 0,38 °C/mW
tamb —55++125 °C
D tamp = 45°C
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Rys. 2-104. Charakterystyka maksymalnego dopuszczalnego
pradu przewodzenia diody




S 0’
. i+ | BAY44, BAY45, BAY4E
= [rA] | I
= e=1ltF) ]
- 102\ -Zamb =25°C, tamp =100°C / //
- 7
/)
l
/)
e /
S nt . — Lo
/
/
l/
‘. ?;‘ /pa / [
1 i > 7
SIS = /
> i N / /
,“ = | | § w! 1
SSE / "
;wf H o /
NS 117 /
= ¢ﬂ il Ny II ‘
= S |
% ”/ || | ‘l;\ Viad |
§?: §o 7 : 8 ll Wartasci Sredhie
éf—\ SR A 1 N | . % | | ——— Wortest graniczne
4% 8 el s B - / r2y tamb ~25°C
1% & Sl sl I A
B B & I 0 ez 04 06 g8 WU 12
Rys. 2-105. Zalezno$¢ dopuszczalnej obcia- Rys. 2-106. Charakterystyka pradu przewo-
zalnosci od czasu trwania impulsu dzenia
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Rys. 2-107. Zalezno$¢ pradu wstecznego Rys. 2-108. Charakterystyka pradu wstecznego

diody od temperatury otoczenia diody BAY44
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Rys. 2-109. Charakterystyka pradu wstecznego Rys. 2-110. Charakterystyka pradu wstecznego
diody BAY45 diody BAY46
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Rys. 2-111. Zaleznos$¢é dynamicznej rezystancji Rys. 2-112. Zalezno$¢é pojemnosci od napigcia
w kierunku przewodzenia od pradu prze- wstecznego

wodzenia



